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摘要(译)

因此，显示器和薄膜晶体管放电方法用于提供双栅极薄膜晶体管以驱动
电致发光元件发光。在薄膜晶体管（TFT）放电的同时，在顶栅和底栅
之间形成电场。电场用于改善TFT的沟道处的放电效应，并且施加的电
场的大小对应于像素电压的大小。
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